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(57) Abstract: The invention relates to a method 
for depositing especially, crystalline layers onto es- 
pecially, crystalline substrates. At least two process 
gases are led into a process chamber (1) of a reac- 
tor separately from each other, through a gas inlet 
mechanism above a heated sosceptor (16). The first 
process gas flows through a central line (2) with a 
central outlet opening (3) and the second process gas 
flows through a line which is peripheral thereto arid 
which has a peripheral outlet opening that is formed 
by a gas-permeable gas outlet ring (6). Said gas out- 
let ring (6) surrounds a ring-shaped pre-chamber (8). 
The invention provides that in order to avoid a par- 
asitic deposition in the area of the peripheral out- 
let opening, the end section (6') of the gas outlet 
ring (6) that faces towards the susceptor or the ra- 
dially outer section of the surface of the gas outlet 
mechanism surrounding the central outlet opening 
(3) is cooled by the second process gas according 
to a truncated cone or revolution hyperboloid shape 
of a gas guiding surface formed by the pre-chamber 
back wall (15). 

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft 
ein Verfahren zum Abscheiden von insbesondere 
kristallinen Schichten auf insbesondere kristallinen 
Substraten, wobei zumindest zwci Prozessgase 
getrennt voneinander durch ein Gaseinlassorgan 
oberhalb eines beheizten Suszeptors (16) in eine 
Prozesskammer (1) eines Reaktors eingeleitet 
werden, wobei das erste Prozessgas durch 
eine zentrale Leitung (2) mil einer zentralcn 
Austrittsoffnung (3) und das zweite 

[Fortsetzung auf der nachsten Seite] 
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Prozessgas durch eine dazu peri ph ere Leitung (4) mit von einem gasdrachlassigen Gasauslassring (6) gebildeten peripheren Aus- 
trittsoffnung stromt, welcher Gasauslassring (6) eine ringformige Vorkammer (8) umgibt. Zur Vermeidung einer parasitaren Depo- 
sition im Bereich der peripheren Austrittsdffhung ist vorgesehen, dass zufolge einer Kegelstumpf- oder Rotationshyperboloid-Form 
einer von der MnkammerrUckwand (15) gebildeten Gasleitflache der dem Suszeptor zugewandte Endabschnitt (6') des Gasauslass- 
ringes (6) bzw. der radial aussere Abschnitt der die zentrale Austrittsoffmmg (3) umgebenden Stimseite des Gasauslassorgans vom 
zweiten Prozessgas gekuhlt winL 
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GASEHJIiASSORGAN fur cvd-verfahren und vorrichtdng 



Die Erf inching betrif f t zunachst ein Verfahzen zum Ab- 
scheiden von insbesondere kristallinen Schichten auf 
insbesondere kristallinen Substraten, wobei zumindest 
zwei Prozessgase getrennt vaneinander durch ein Gasein- 
lassorgan oberhalb eines beheizten Suszeptors in eine 
Prozesskanmer eines Reaktors eingeleitet werden, wobei 

erste Prozessgas durch eine zentrale Leitung mit 
einer zentralen Austrittsof fnung und das zweite Pro- 
zessgas durch eine dazu periphere Leitung mit von einean 
gasdurchlassigen Gasauslassring gebildeten peripherer 
Austrittsof fnung stromt, welcher Gasauslassring eine 
ringfozroige Vorkairaner umgibt. Die Erfindung betrif ft 
ferner e^n Gaseinlassorgan fur eine Vorricditung zum 
Abscheiden von insbesondere kristallinen Schichten auf 
insbesondere kristallinen Substraten, mittels welchem 
zwei Prozessgase getrennt vaneinander oberhalb eines 
beheizten Suszeptors in eine Prozesskammer eines Reak- 
tors einleitbar sind, mit einer zentralen Leitung mit 
zentraler, stirnseitiger Austrittsof fnung fur das erste 
Prozessgas und mit einer dazu peripheren leitung mit 
peripherer Austrittsof fnung fur das zweite Prozessgas, 
welche von einem gasdurchlassigen Gasauslassring gebil- 
det ist, welcher eine ringformige Vorkairaner umgibt, 
deren radiale Vfeite zufolge einer im Langsschnitt 
unparallel zur zentralen Achse verlaufe nden Ruckwand 
zum freien Ende des rotationssymmetrischen Gasauslass- 
organs abnirnmt. 

re-in derartiges Gasauslassorgan ist bekannt und wird 
verwendet, urn die Reaktionsgase insbesondere fur einen 
MOCVD-Prozess in eine zylindersynsnetrische Prozesskam- 
mer einzubringen, dur ch welche die Prozessgase in radia- 
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00036 ler Richtung stromen, um durch einen die Prozesskaitimer 

00037 umgebenden Ring wieder auszutreten. tfm das Gaseinlass- 

00038 organ sind auf dera von unten insbesondere mittels Hbch- 

00039 frequenz beheizten Suszeptor planetenartig Substrate 

00040 angeordnet, welche mit den Zerfallsprodukten der durch 

00041 das Gaseinlassorgan eingebrachten Reaktionsgase be- 

00042 schichtet warden. Die Prozesskammer besitzt im Bereich 

00043 des Gaseinlassorganes bzw. den unmittelbar in R adi al aus- 

00044 wartsrichtung Haran angrenzenden Bereich eine Binlass- 

00045 zone, in welcher die gasformigen Ausgangsstoffe zerfal- 

00046 len. In Radialauswartsrichtung schliefit sich an diese 

00047 Einlasszone eine Depositions zone an, innerbalb welcher 

00048 die Zerfallsprodukte hin zum Substrat dif fundieren, um 

00049 dort zu einer einkristallinen Schicht zu kondensieren. 
00050 

00051 Bei der bekannten Vorrichtung tritt das zweite Pro- 

00052 zessgas durch die periphere Zuleitung axial in das 

00053 Zentrum der Prozesskammer. Als zweites Prozessgas wird 

00054 beispielsweise IMS oder TME zusanmen rait einem Trager- 

00055 gas beispielsweise Wasserstoff verwendet. Das Gas tritt 

00056 gegen eine von der im Wesentlichen glockenformig verlau- 

00057 fenden Ruckwand der Vorkammer gebildeten Prallwand. Der 

00058 Gasauslassring besitzt kammartige Schlitze, durch wel- 

00059 che das Gas von der Vorkammer in die Einlasszone der 

00060 Prozesskairmer stromen kann, um dort vorzerlegt zu wer- 

00061 den. Durch die zentrale Zuleitung treten zusanmen mit 

00062 einen Tragergas die Metall-Hydride, bspw. Phosphin oder 

00063 Arsen in die Prozesskammer ein. Die zentrale Offnung 

00064 ist nahe dem beheizten Sub zep tors angeordnet. Dieses 

00065 dort austretende Prozessgas st rumt durch einen Spalt 

00066 zwischen der Qberf lache des beheizten Suszeptors und 

00067 der Stirnf lache des freien Bnries des Gaseinlassorganes. 

00068 Zufolge der Temperaturstrahliing des beheizten Suszep- 

00069 tors kann sich die Stirnflache des Gaseinlassorganes 

00070 aufheizen. Einhergehend damit heizt sich der gesamte 
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Quarz-Korper, der den in die Prozesskansner ragenden 
Abschnitt des Gaseinlassorganes ausbildet, auf. Dabei 
kann insbesandere der dem freien Ende des Gaseinlass- 
organes zugeordnete Abschnitt der Vorkammer bzw. der 
daran angrenzende Abschnitt des Gasauslassrings T&npexa- 
turen erreichen, bei welchen die durch die periphere 
Leitung zugefuhrten metallorganischen Verbindungen von 
Gallium oder Indium zerlegt wexden, so dass in diesem 
Bereich der Vorkammer bzw. am Gasauslassring eine De- 
position von Galliunarsenid oder Indiumphosphid auf - 
tritt. Diese parasitaren Despositionen sind nachteil- 
haft. 

Wahrend Galliumarsenid bzw. Indiumphosphid auf heifien 
Gberflachen depaniert, kann es bei einem zu kalten 
auEeren Umf angsabschnitt der die zentrale Zuleitung 
umgebenden Stirnf lache dort zu Phosphor- oder Arsenkon- 
densatianen kommen. Auch dies ist nachteilhaf t . 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, MaSnahmen 
vorzuschlagen, urn einerseits einer parasitare De- 
position im Bereich der peripheren Austrittsof fnung und 
andererseits ^-iri^-r Randensatian der durch die zentrale 
Austrittsof fnung austretenden V-Kcmponente am ra d i a l 
aufieren Dmf angsabschnitt der Stirnf lache des Gasaus- 
lassorganes entgegen zu wirken. 

Gelost wird die Aufgabe durch die in den Anspruchen 
angegebene Erfindung. Der Anspruch 1 schlagt vor f dass 
zufolge einer Kegelstunpf - oder Rotationshyperboloid- 
Form einer von der Vorkaninerruckwand gebildeten Gas- 
Leitf lSche der don Suszeptor zugewandte Endabschnitt 
des Gasauslassringes bzw. der radial auiSere Abschnitt 
der die zentrale Austrittsof faung umgebenden Stirnseite 
des Gasauslassorgans vom zweiten Prozessgas gekuhlt 
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00106 wird. Dabei wird der aus der zweiten Zuleitung der 

00107 Prozesskammer zuzufuhrende Gasstrom von der Gasleitf la- 

00108 che derart umgelenkt, dass er sich an der durch die 

00109 Strahlung des Suszeptors aufgeheizten Rixckwand des in 

00110 die Prozesskammer ragenden Abschnittes des Gaseinlass- 

00111 organes erwarmt. Die dabei abgefuhrte Warme kuhlt den 

00112 suszeptornahen Abschnitt der Vbrkammer bzw. des Gasaus- 

00113 lassringes. Dabei kann die Form der Gasleitf lache so 

00114 gewahlt werden, dass die Kuhlung nur in dan Mafie auf- 

00115 tritt, dass die Temperatur im Endabscbnitt des Gasein- 

00116 lassorganes in einem Temperaturfenster gehalten wird, 

00117 welches nach unten begrenzt ist durch die Deposition- 

00118 stemperatur der V-Kdmponente und nach oben durch die 

00119 Depositianstenperatur der III-V-Vezbindung. Der Druck 

00120 in der Vorkammer wird zufolge eines porosen Gasaus- 

00121 lassringes bevorzugt grofier gehalten, als der Pro- 

00122 zesskammerdruck. Die Verwendung eines porosen Gasaus- 

00123 lassrings hat zudem gegenuber dem kamraartigen Gasaus- 

00124 lassring den Vorteil, dass sich hinter den Karamzinken 

00125 keine Wirbel bilden, die einer parasitaren Deposition 

00126 forderlich sind. Besteht das Gasauslassorgan bspw. aus 

00127 einer Quarz-Fritte, so tritt das Prozessgas homogeni- 

00128 siert aus dem Gasauslassring aus, wobei das Stromungs- 

00129 maximum des Stromungsprof ils auEermittig liegt und zwar 

00130 versetzt hin zum freien Ende des Gaseinlassorganes . Der 

00131 Krummungsradius der im Langsschnitt konkaven Leitflache 

00132 ist an die Stromungsparameter angepasst. Bei hoheren 

00133 Voliimensstromen wird der KrunniungBradius groEer gewahlt 

00134 als bei kleineren Volumensstromen. Die Langsschnitt s - 

00135 kontur der Gasleitflache kann dann insbesondere eine 

00136 Gerade sein, so dass die Gasleitflache insgesamt eine 

00137 Kegelstunpfform bekommt. On die Gasleitf lachenkontur 

00138 den verschiedenen Prozessparametern wie Ttemperatur und 

00139 Gesamtstromungsvolumen anpassen zu koimen, ist erfin- 

00140 dungsgemaS vorgesehen, dass der in die Prozesskammer 
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ragende Abschnitt des Gaseinlassorgans als Auswechsel- 
teil ausgebildet ist. Dieses kann mit der Zuleitung 
verschraubt werden. Es handelt sich dabei bevorzugt urn 
ein Quarz-Teil, welches auch Ttager des Gasauslassrin- 
ges ist. Der Gasauslassring besitzt eine van der Vorkam- 
merruckwand gebildete kegelstunpf forroig Oder rotatians- 
byperboloid- f ormig gestaltete Gasleitflache, die sich 
stufenfrei an die Zuleitung anschliefit. Durch den an 
der Gasleitflache laminar entlangstromenden Gasstrom 
wird eine konvektive Kuhlung erzielt . Durch den im 
suszeptornahen Bereich erhohten Austrittsstrom aus dem 
Gasauslassring wird zudem ein Spuleffekt erzielt. Bei 
einem Galliimtarseiiid-Abscteidungsprozess wird die Tempe- 
ratur des suszeptornahen Abschnittes des Gaseinlass- 
organs in einem Tenqperaturfenster zwischen etwa 200 °C 
und etwa 400°C gehalten. 

Ausfuhrungsbeispiele der Erf indungen werden nachf olgend 
anhand beigefugter Zeichnungen erlautert. Es zeigen: 



Fig. 1 

Fig. 2 
Fig. 3 
Fig. 4 
Fig. 5 



ein erstes Ausfuhrungsbeispiel eines 
Gaseinlassorganes , 

^tti^ti schnitt gema£ der Linie II-II, 

einen Schnitt gentaB der Linie III-III, 

einen Schnitt gemaB der Linie IV- IV, 

ein zweites Ausfuhrungsbeispiel gema£ 
Fig. 1 und 



Figuren 6-9 einen Drarustsatz mit verschieden 
gestalteten Auswechselteilen. 
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00176 Das Ausfuhrungsbeipiel gemaB den Figuren 1 bis 5 stellt 

00177 einen Ausschnitt avis einem MCX!VD~Reaktor dar. Die Pro- 

00178 zesskanmer tragt die Bezugsziffer l. Sie besitzt einen 

00179 Boden l f und Decke 1' 1 . Der Boden 1' ist die Gberflache 

00180 eines von unten raittels Hbchf requenz beheizten Suszep- 

00181 tors 16, welcher aus Graphit besteht. Im Zentrum der 

00182 zylindersyrometrischen Prozesskanmer 1 befindet sich das 

00183 Gaseinlassorgan. Dieses besitzt eine zentrale Zuleitung 

00184 2, welche in eine zentrale Austrittsoffnung 3 rounds t. 

00185 Diese zentrale Austrittsoffnung liegt in einer Stirnsei- 

00186 tenkammer des Gaseinlassorganes . Die Stirnseite ist 

00187 einem Quarz-Korper 14 zugeordnet. Dieser besitzt eine 

00188 kegelstumpf formige Wandung, die eine Gasleitf l a c h e 15 

00189 ausbildet fur das aus einer peripheren Zuleitung 4 

00190 axial ausstromende Gas. Das aus der peripheren Zulei- 

00191 tung 4 ausstromende Gas stromt in eine zwischen Pro- 

00192 zesskammerdecke 1 1 1 und Prozesskammerboden 1 1 angeordne- 

00193 te ringformige Vorkammer 8, deren Ruckwand von der 

00194 Gasleitflache 15 gebildet ist. 
00195 

00196 Die rijngformige Vorkammer 8 wird von einem porosen 

00197 Gasauslassring 6, welcher als Quarz-Fritte gefertigt 

00198 ist, umgeben. Durch diesen Gasauslassring kann das 

00199 durch die periphere Leitung 4 einstromende zweite Pro- 

00200 zessgas in einem homogenisierten Stromungsprof il austre- 

00201 ten. 
00202 

00203 Der Vorkammer 8 ist eine Ringdrossel 7 mit e i n e r Viel- 

00204 zahl von Durchtrittsoffnungen 9 vorgeordnet. Der Ring- 

00205 drossel 7 wiederum ist eine Mischkammer vorgeordnet, in 

00206 welche zwei Gaszuleitungen 5, 5 1 an den mit den Bezugs- 

00207 ziffern 13 bzw. 13 1 bezeichneten Stellen tnunden. 
00208 

00209 Die in Fig. 5 dargestellte Ringdrossel 7 hat zufolge 

00210 ihrer vergroEerten Dicke eine hoher Drosselfunktion. 
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00211 Die in den Figuren 6 bis 9 dargestellten Auswechselt ei - 

00212 le 14 konnen mittels einer Schraiobverhi ntii mg 12 rait dera 

00213 oberen Teil des Gaseinlassorganes, welches die zentrale 

00214 Zuleitung 2 und die periphere Zuleitung 4 ausbildet, 

00215 verschraubt werden. Mit diesem oberen Ahscbnitt ist 

00216 auch eine Mutter 11 verschraubt, die eine Platte tragt, 

00217 welche die Prozesskanmerdecke l 1 bildet . Der untere 

00218 Abschnitt 6' des Gasauslassringes 6 ruht auf einera 

00219 dunnwandigen radial en Ringvorsprung, der van dsn Randab- 

00220 schnitt 10 des Auswechselteiles 14 gebildet ist. Qben 

00221 stutzt sich der Gasauslassring 6 an der besagten Platte 

00222 bzw. an der Prozesskaramerdecke l 1 ab. 
00223 

00224 Die einzelnen Auswechselteile 14 der Figuren 6 bis 9 

00225 unterscheiden sich im Wesentlichen durch ihren Durchmes- 
0022G ser und durch die Form ihrer Leitflachen voneinander. 

00227 Die Leitflachen 15 der Auswechselteile der Figuren 6, 1 

00228 und 9 haben im Wesentlichen die Form eities Rotationshy- 

00229 perboloiden. In der dargestellten Langsschnittebene hat 

00230 die Rosnturlinie der Gasleitflache 15 eine konkave Form, 

00231 die sich sprungstellenf rei an die Wandung der periphe- 

00232 ren in Achsrichtung verlaufende Leitung 4 anschliefit, 

00233 so dass sich entlang der Gasleitflache 15 keine Wii±)el 

00234 bilden. Die aufierhalb des Gasauslassringes 6 dargestell- 

00235 ten Pfeile deuten das axiale Stromungsprofil an. Es ist 

00236 zu erkennen, dass das Maximum dieses Profil dem suszep- 

00237 tornahen Ende 6' des Gasauslassringes naher liegt, als 

00238 dsn der Prozesskaramerdecke 1' nahen Bereich des Gasaus- 

00239 lassringes. Dies hat zur Folge, dass der suszeptornahe 

00240 Bereich und damit auch der Randabschnitt 10 starker 

00241 konvektiv gekuhlt wird. Die Weite W der Ringkanmer 8 

00242 nimmt bei alien Ausfuhrungsbeispielen in axialer Rich- 

00243 tung von der Decke 1" zum Suszeptor 16 ab. 
00244 
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00245 Bei dera in der Pig. 8 dargestellten Ausfuhrungsbeispiel 

00246 besitzt die Konturlinie der Gasleitflache 15 des Langs- 

00247 schnittes die Form einer Geraden, so dass die Leitfla- 

00248 che 15 eine Kegelsturnpfform besitzt. Diese Form wird 

00249 bei grofien Volumenstromen gewahlt. 
00250 

00251 Der Suszeptor 16 ist von unten mittels einer nicht 

00252 dargestellten Hochf reqiien zheizung beheizt. Der Susze- 

00253 ptor 16 strahlt Warme ab, die den Quarz-Korper 14 des 

00254 Gasauslassorganes aufheizt. Durch die zentrale Aus- 

00255 trittsoffnung 3 stromt das aus Arsen oder Phosphin und 

00256 Wasserstoff bestehende erste Prozessgas. In dan Spalt 

00257 zwischen dem Quarz-Korper 14 und der Gberf lache des 

00258 Suszeptors 16 zerlegt sich das durch die Offnung 3 

00259 heraustretende Arsen bzw. Phosphin. Die Zerlegungspro- 

00260 dukte werden in Radialrichtung weitertransportiert . Aus 

00261 der peripheren Leitung 4 stromt TMG oder TMI zusammen 

00262 mit Wasserstoff als zweites Prozessgas zunachst in die 

00263 Vorkammer 8. Das aus der axial en Leitung 4 austretende 

00264 Gas stromt laminar entlang der Leitflache 15 und wird 

00265 dabei urn 90° umgelenkt. Es uberstromt dabei den Randab- 

00266 schnitt 10. Da das aus der Leitung 4 stxomende Gas 

00267 nicht vorbeheizt ist, sondern im Wesentlichen RaumtCTpe- 

00268 ratur besitzt, hat es gegenuber dem Quarz-Korper 14 

00269 eine kuhlende Wirkung. Die Warme wird dabei uber die 

00270 Leitflache 15 aufgenommen. Insbesondere dort, wo die 

00271 Materialstarke des Quarz-Teiles 14 am geringsten ist, 

00272 namlich im Bereich des Randabschnittes 10 entfaltet der 

00273 Gas strom seine groSte Kuhlwirteung. Dieser Bereich und 

00274 insbesondere der dsn Randabschnitt 10 benachbarte Gas- 

00275 auslassringabschnitt 6 1 werden deshalb vom Gasstrom am 

00276 starksten gekuhlt. Die Prozesskammerdecke I 1 ist unbe- 

00277 heizt. Demzufolge ware der Bereich 6 1 des Gasauslassrin- 

00278 ges 6 ohne einen kuhlenden C^sstrom am heilSesten, da er 

00279 dan heifien Suszeptor 16 am nachsten liegt. Zufolge der 
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00280 konvektiven Kuhlung des axis der Leitung 4 tretenden 

00281 Pxozessgases wird der suszeptornahe Bereich 6' des 

00282 Gasauslassringes 6 aber auf einer Tenperatur gehalten, 

00283 die im Wesentlichen der Teirperatur des ubrigen Berei- 

00284 ches des Gasauslassringes 6 entspricht. Diese Tempera- 

00285 tur liegt hfiher, als die KbiKiensations-Tenperatiir des 

00286 im Spalt zwischen dem Suszeptor 16 und dan Quarz-Korper 

00287 14 gebildeten Arsens oder Phosphors. Die Temperatur ist 

00288 aber geringer, als die DepositionstCTiperatur der III-V- 

00289 Verbindung. 
00290 

00291 Die Stranungsparameter sollen so eingestellt werden, 

00292 dass der Gasauslassring uber seine axiale Lange mog- 

00293 lichst eine gleichbleibende Terrperatur besitzt. 
00294 

00295 Die ftnpassung des Verlaufs der Gasleitf lache 15 an die 

00296 Prozessparameter erfolgt durch Austausch eines Auswech- 

00297 selteiles. 
00298 

00299 Alle offenbarten Merkmale sind (fur sich) erfindungswe- 

00300 sentlich. In die Offenbarung der Anmeldung wird hiermit 

00301 auch der Offenbarungsinhalt der zugehorigen/beigefugten 

00302 Prioritatsunterlagen (Abschrift der Voranraeldung) voll- 

00303 inhaltlich tnit einbezogen, auch zu dem Zweck, Merkmale 

00304 dieser Unterlagen in Anspruche vorliegender Anmeldung . 

00305 mit aufzunehmen. 
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00306 

00307 

00308 

00309 

00310 

00311 

00312 

00313 

00314 

00315 

00316 

00317 

00318 

00319 

00320 

00321 

00322 

00323 

00324 

00325 

00326 

00327 

00328 

00329 

00330 

00331 

00332 

00333 

00334 

00335 

00336 

00337 

00338 

00339 

00340 



1. Verfahren zum Abscheiden von i nshesonctere kristalli- 
nen Schichten auf insbesondere kristallinen Substraten, 
wobei zumindest zwei Prozessgase getrennt voneinander 
durch ein Gaseinlassorgan aberhalb eines beheizten 
Suszeptors (16) in eine Prozesskammer (1) eines Reak- 
tors eingeleitet warden, wbbei das erste Prozessgas 
durch eine zentrale Leitung (2) mit einer zentralen 
Austrittsoffnung (3) und das zweite Prozessgas durch 
eine dazu periphere Leitung (4) mit von einem gasdurch- 
lassigen Gasauslassring (6) gebildeten peripheren Aus- 
trittsoffnung stromt, welcher Gasauslassring (6) eine 
ringformige Vorkainmer (8) urogibt, dadurch gekennzeich- 
net, dass zufolge einer Kegelstumpf- Oder Rotationshy- 
pexboloid- Form einer von der Vorkammerruckwand (15) 
gebildeten Gasleitf lache der dan Suszeptor zugewandte 
Endabschnitt (6') des Gasauslassringes (6) bzw. der 
radial aufiere Abschnitt der die zentrale Austrittsoff- 
nung (3) umgebenden Stirnseite des Gasauslassorgans vom 
zweiten Prozessgas gekuhlt wird. 

2. Verfahren nach Anspruch 1 oder insbesondere danach, 
dadurch gekencizeichnet , dass der Druck in der Vorkainmer 
(8) zufolge eines porosen Gasauslassringes (6) gnoBer 
ist, als in der Prozesskanmer (1) . 

3. Verfahren nach einem oder raehreren der vorhergehen- 
den Anspruche oder insbesondere danach, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass der Kriinrnungsradius der im Langsschnitt 
konkaven Leitflache (15) bei hoheren Volumen-Gasstromen 
groEer gewahlt ist . 
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00341 4. Verfahren nach einem oder mehreren der vorhergehen- 

00342 den Anspruche oder insbesondere danach, dadurch gekenn- 

00343 zeichnet, dass das Maximum des aus den Gasauslassring 

00344 (6) tretenden Gasstroms in der Langsschnittebene aufier- 

00345 mittig hin zum freien Ende (6 1 ) versetzt liegt. 
00346 

00347 5. Verfahren nach einem oder mehreren der vorhergehen- 

00348 den Anspruche oder insbesondere danach, dadurch gekenn- 

00349 zeichnet f dass die Stroraungsparameter und die Langs- 

00350 schnittJomturlinie der Gasleitflache (16) derart aufein- 

00351 ander abgestimmt sind, dass die Temperatur des dem 

00352 heiEen Suszeptor (16) benachbarten Abscbnitts des Gas- 

00353 auslassorganes groSer ist als die Kandensationstempera- 

00354 tur des aus Pbosphin oder Arsen pyrolytisch zerlegten 

00355 Arsens bzw. Phosphors und niedriger ist, als die De- 

00356 positianstenperatur von Galliumarsenid oder Indiunphos- 

00357 phid. 
00358 

00359 6. Gaselnlassorgan fur eine Vorrichtung zum Abscheiden 

00360 von insbesondere kristallinen Schichten auf insbesande- 

00361 re Schichten auf insbesondere kristallinen Substraten, 

00362 mittels welchem zwei Prozessgase getrennt voneinander 

00363 oberhalb eines beheizbaren Suszeptors (16) in eine 

00364 Prozesskaitimer (1) eines Reaktors einleitbar sind, mit 

00365 einer zentralen Leitung (2) mit zentraler stirnseitiger 

00366 Austrittsoffnung (3) fur das erste Prozessgas und mit 

00367 einer dazu peripheren Leitung (4) mit peripherer Aus- 

00368 trittsoffnung fur das zweite Prozessgas, welche von 

00369 einem gasdurchlassigen Gasauslassring (6) gebildet ist, 

00370 welcher eine ringformige Vorkammer (8) umgibt, deren 

00371 radiale Weite (W) zufolge einer im Langsschnitt imparal- 

00372 lei zur zentralen Achse verlaufenden Ruckwand (15) zum 

00373 freien Ende (6 1 ) des rotationssymmetrischen Gasauslass- 

00374 organes abninrat, gekermzeichnet durch eine von der Vor- 

00375 kaninerruckwand gebildete kegelstunpffortnige oder rotati- 
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00376 oxishyperboloid-formige Gasleitflache (15) zum konvekti- 

00377 ven Kahlen des suszeptornahen Abschnittes (S y ) des 

00378 Gasauslassringes (6) mittels des an der Gasleitflache 

00379 (15) entlangstromenden Gases. 
00380 

00381 7. Gaseinlassorgan nach Anspmch 6 oder insbesondere 

00382 danach, dadurch gekeimzeichnet , dass der Gasauslassring 

00383 (6) aus poxosem Material besteht und insbesondere eine 

00384 Quarz-Pritte ist. 
00385 

00386 8. Gaseinlassorgan nach Anspmch 6 und 7 oder insbeson- 

00387 dere danach, dadurch gekennzeichnet , dass die Gas lei t- 

00388 flache (15) einem Auswechselteil (14) zugeordnet ist. 
00389 

00390 9. Gaseinlassorgan nach Anspruch 6, 7 und 8 oder insbe- 

00391 sondere danach, dadurch gekennzeichnet, dass sich die 

00392 Gasleitflache (15) stufenfrei der Zuleitung (4) an- 

00393 schlieBt. 
00394 

00395 10. Gaseinlassorgan nach Anspruch 6, 7, 8 und 9 oder 

00396 insbesondere danach, dadurch gekennzeichnet, dass das 

00397 Auswechselteil (14) mit der Zuleitung (2, 4) verschraub- 

00398 bar oder im Wege eines Ba j onet tverschlusses verbindbar 

00399 ist. 
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